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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

圧電材料を用いたMEMSデバイスを開発しており、そのデバイス構造を形成するに
あたって、東京大学で保有しているCE-Sにて条件出しを行った。
AlN, Pt, Moなどの各種薄膜に対して、ガス種、流量、パワーなどを調節し、加工性
を調査した。

実験
Experimental

弊社内で事前に8インチウエハ上に各種薄膜(AlN, Pt, Mo)を成膜し、各薄膜に対し
て、ガス種を変えてそれぞれエッチングレートや断面SEMにてエッチングプロファ
イルなどを確認した。その後、実際のデバイス構造を形成するために、各種積層膜
を成膜後、露光工程でパターニングし、各種薄膜をエッチング、デバイス構造に問
題がないかを観察した。

結果と考察
Results and Discussion

8インチウエハ上に成膜した各種薄膜に対して、問題なくエッチングができること
を確認した。
対象の薄膜に対して利用したガス種とエッチングレートを以下に示す。
① AlN…使用ガス種：Ar/Cl2/BCl3、エッチングレート ～ 200nm/min
② Pt…使用ガス種：Ar/Cl2、エッチングレート ～ 70nm/min
③ Mo…使用ガス種：Ar/Cl2/O2、エッチングレート ～ 100nm/min
実際にこれらの条件を利用して作製した積層構造のSEM画像を図1に示す。
今後は上記条件をベースに、設計したMEMSデバイスを作製することを計画してい
る。
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Fig.1 エッチングプロファイル (SEM像)
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